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탄화규소 나노와이어 의 성장 및 구조분석(SiC nanowire)
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차세대 극소형 반도체 전자소자 개발을 위한 소재로서 탄소나노튜브 규소(carbon nanotube),
나노와이어 산화 아연 나노와이어 등과 같은 차원 나노 구조체(Si nanowire), (ZnO nanowire) 1

를 이용한 응용 연구가 활발히 진행되고 있다 특히 탄화(1D-dimensional nano-structure) .[1, 2] ,
규소 는 높은 열전도도 및 우수한 물리적 화학적 안정성을 가진 물질이며(Silicon Carbide, SiC) , ,
구조에 따라 광대역 에너지 밴드갭 을 가진 반도체이다 이러한 탄화(wide bandgap, 2.4~3.2 eV) .
규소를 차원 와이어의 형태로 합성하여 소자를 제작할 경우 고온 고전력 고진동 등의 극한1 , ,
의 환경에서 구동될 수 있는 전자소자로서 응용될 가능성이 높아 다양한 형태의 연구가 활발
히 진행 중이다. [3, 4]
본 연구에서는 가열로 에서 분말 형태의 규소에 촉매금속인 니켈 을 혼(Alumina Furnace) (Ni)

합한 후 탄소공급원인 메탄, (methane, CH4을 주입하고 상압 하에 다양한 합성 조건을 이용하) ,
여 탄화규소 나노와이어 합성 제어를 시도하였다 성장온도 와 촉매비율의 변화. (1100~1500 )℃

에 따라 합성된 탄화규소 나노와이어의 물리적 구조 분석은 주사전자현미경(10:1, 10:2, 10:3)
과 투과전자현미경(scanning electron microscopy, SEM) (transmission electron microscopy, TEM)

을 통해 확인하였다 또한 성장된 나노와이어의 결정성과 결합 구조 분석을 위해 라만 분광법.
과 선 회절 분석기 를 이용하였다 합성된 탄화규소 나(Raman spectroscopy) X (X-ray diffraction) .

노와이어는 수십 의 직경과 수십 길이 분포를 지니며 의 온도 범위에서 규nm , 1200~1300㎛ ℃
소가 메탄으로부터 분해된 탄소와 결합되면서 에서 탄화규소 나노와이어가 형성1300~1500℃
되는 것을 확인할 수 있었다.
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